
参考資料



参考資料



参考資料



Conditions Date  2002/4/17
 
Test : Ｒａｄｉａｔｅｄ　Ｓｕｓｃｅｐｔａｂｉｌｉｔｙ　
Model Name : CBS2002405/28

○Photographs of Test Set-Up

○Testing circuitry

LF1、LF2 ：SC-10-10J（TOKIN）
C1、C2    ：CFJC22E334M (Nitsuko)
C3          ：50V 330μF PMseries (nichicon)
C4、C5    ：DE1307-640E472M-KH (MURATA)
C6　        ：CBS2002405   10V 2200μF LXZseries (NIPPON CHEMI-CON)
                        CBS2002428   35V  470μF LXZseries (NIPPON CHEMI-CON)
C7          ：MDD21H104M (Nitsuko)

Fig. Testing circuitry
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5.  Testing circuitry 

Fig. Testing circuitry

LF1、LF2　： SC-10-10J（TOKIN）
C1、C2     ： CFJC22E3334M (Nitsuko)
C3　         ： 50V 330μF PMseries (nichicon)
C4、C5     ： DE1307-640E472M-KH (MURATA)
C6　         ： 10V 2200μF LXZseries (NIPPON CHEMI-CON)
C7           ： MDD21H104M (Nitsuko)
SA1、SA2 ： ERZV10D470 (MATSUSHITA)
SA3         ： DSA-302MA (MITSUBISHI)
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○EMI/EMS testing circuitry

C1、C2、C3、C4、C6、C7 ：  3μF 100V  Seramic capacitor

C5 ：  220μF 80V  Electrolytic capacitor

C8　 ：  2200μF 10V  Electrolytic capacitor (CBS2004803、05）

：  1000μF 25V  Electrolytic capacitor (CBS2004812、15）

：  470μF 35V  Electrolytic capacitor (CBS2004824、28）

：  330μF 100V  Electrolytic capacitor (CBS2004848）

C9 ：  0.1μF  Film capacitor

L1、L2 ：  1.3μH   Choke Coil

SA1 ：  ERZV10D101 (MATSUSHITA ELECTNIC CO., LTD.)

SA2、SA3 ：  ERZV07D820 (MATSUSHITA ELECTNIC CO., LTD.)

or equivalent

  Fig.2 testing circuitry (No.6)

  Fig.1 testing circuitry (No.1and No.2)
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○EMI/EMS testing circuitry

C1、C2、C4 ：  0.33μF 250V  Film capacitor

C3 ：  33μF 100V  Electrolytic capacitor

C5、C6 ：  4700pF 250V  Seramic capacitor

C7 ：  2200μF 10V  Electrolytic capacitor (CBS2004803、05）

：  1000μF 25V  Electrolytic capacitor (CBS2004812、15）

：  470μF 35V  Electrolytic capacitor (CBS2004824、28）

：  330μF 100V  Electrolytic capacitor (CBS2004848）

C8 ：  0.1μF  Film capacitor

LF1、LF2 ：  3.0mH  5A  Common mode Choke Coil

SA1、SA2 ：  ERZV10D101 (MATSUSHITA ELECTNIC CO., LTD.)

SA3  ：  DSA-302MA (MITSUBISHI MATERIALS CORP ADVANCED PRODUCTS)

or equivalent

  Fig.4 testing circuitry (No.6)

  Fig.3 testing circuitry (No.1, No.2, No.4 and No.7)
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○EMI/EMS testing circuitry

C1 ：  33μF 100V  Electrolytic capacitor

C2 ：  4700pF 250V  Seramic capacitor

C3 ：  0.1μF  Film capacitor

C4 ：  2200μF 10V  Electrolytic capacitor (CBS2004803、05）

：  1000μF 25V  Electrolytic capacitor (CBS2004812、15）

：  470μF 35V  Electrolytic capacitor (CBS2004824、28）

：  330μF 100V  Electrolytic capacitor (CBS2004848）

or equivalent

  Fig.5 testing circuitry (No.3 and No.5)
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